HGC160-6
|:|Ji|i£n§',=;-,'m CMOS IC

HiGaAs Microwave FET HEEJ%%;SH-
FERS IheEHERE

TAETT 3 R Ak A5 5 Bt oy HAMR 5 400

LAFHRIL: -5 ninjanjoninininio
iﬁﬁ]\ B %;’é{ TTL HF 1A| 1B| 2A| 2B| 3A[ 4B| 4A| sB| 5A| oA
i H P 0/-5V ‘ |mwg;¢mm | |

HAHER: 2mA ‘ R ‘
O RSE: 2.21%1.24% 0.3 mm?3

W M E W

GND Al A2 A3 A4 A5 A6 VEE

1S & 134

Ity M gEdaER (Ta = +25°C, VEE = -5V)
)?L SRR e | B | B | K| B WA
. HL Y8 HL Vee | -55 -5 -45 V| SHER TAERE
% s lee 2 mA | A LR
;'E'S NG Vin 2.8 5 5 V| A1--A6 BN, FE
A T F Vi 0 0 0.4 V| ETTL BT

LDV I 1 uA

A 4 w5 F T VoH 0 V| FEAER ARG (1AL 1B

A HA A T VoL -5 V| S Mt

R CR3) BIR | o 2 mA | 5REA K

ARSI f 0 10 30 MHz | 5fEfax

JF- I i [ t 16 25 ns

TAEIREE Ta -55 25 85 °C

H{EZ%:
LIPN ikl

A1 | A2 | AS| A4 |A5 | A6 |1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 4B | 4A | 5B | 5A | BA
Li Li Li Li Li Li| Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Lo
Hi | L Li Li Li Li | Ho| Lo | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Lo
L | Hi | L Li Li Li| Lo | Ho | Ho | Lo | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Lo
Li L | Hi | L Li Li| Lo | Ho | Lo | Ho [ Ho | Ho | Lo | Ho | Lo | Lo
Li Li L | Hi | L Li| Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Lo | Ho | Ho | Lo | Lo
Li Li Li Li| H | Li | L |[Ho| L | Ho| Lo | Ho | Lo | Lo | Ho | Lo
Li Li Li Li Li | Hi | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho
Hi | Hi | Hi | Hi | Hi | Hi | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Lo | Ho | Ho

T PAO/SV IR bk P AI-6V I LR LR 9], Lm0V, HiRIREV, LoRiR-5V, HoRR0V.

BT S X EER 898 SEAEE I E 201-203 = KEMPIHESWPRAE 2018 SRHEE 13 5% 12
6.148 @iz, 17313176116 028-64331356 022-66351597 WB%E: support @higaas.com  [it: www.higaas.com



HGC160-6
q:;sng;g;m CMOS IC

HiGaAs Microwave FET HEEJ%%;E;H

RS
e
W%
2

TBR82328%888
(e} (o] (o] [} — — — — — —
104 | | | | | | | | | | -n
] m
¢ NODEDHNEOEODEED 107 %
-
©
17]  [Lgl —0.18 I
oot—F+ [ T | [ 2
5 3 8 288 I 8 g a i
E&Efaid
BR TS iRE ik
1--10 1A--6A TR B 2 Bk v e~ TR R IS AR i H ity
11 VEE TR A Y R A\ B, $2-5V HLR
12-17 A6--A1 ZSRFLR I B R NS, SRR R B KR 5 3R R
18 GND AR R B b
EEEIN: RS :

1. A, FE AR F R RSN 5| VEE B 1em 1. HYEHE: -8V
JE T PO AUF S8 RAE s SO I B e 2. MINEHF, 55V
2. A F % H o Mg, AN I o SR OV 3. IR HFE: -0.5V
v ONPRIERE, R TTLES: EJH 4. [ELEEFE. -85 ~ +150°C
tr<20ns, T [EMf[H tf<20ns, Viu24V;
O RN, EUCR A8  RR
NEEORETNE PN RS E APy
« R IERT, N B R S OV
+ B N N R BR300 Q ~3K Q (R ITHIBH,  FE i R TR
HEERRTER S, ORGP H SO BT
8. ZIKFE AR EVCRH L # S, 5 GaAsTT ok A H
58 3L el 2 S5 A B R B IE R IN TWJD%E o L

w

\IOU'I-P

BT S X EER 898 SEAEE I E 201-203 = KB PIHESHPRAE 2018 SREE 13 512
B1iE. 17313176116 028-64331356  022-66351597 WRFE: support @higaas.com  Witt: www.higaas.com ~ ©0-148



